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今週のキーワード

AI半導体PKG
HBMとCoWoSが需要爆発、供給ボトルネック深刻化

18
件

記事数

6
カ国

対象国数

93
%増

CoWoS需要

20
%超

ABF供給ギャップ

今週の全18記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
Lam Research、AI先
端PKG推進

企業戦略
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
Lam ResearchがAI向け先端PKGのボトルネック解消
と電力効率向上を掲げ、パネルベース製造を推進。

#02
Nvidia
Blackwell量産開始

新製品/市
場危機

●●●○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

NvidiaのBlackwellがTSMC CoWoS-Lで量産開始も、
HBM3Eと基板材料不足で供給ひっ迫が続く見込み。

#03
Amkor、AI向けPKG投
資

企業戦略/
設備投資

●●○○
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

AmkorがAI向け先端PKGに25-30億ドル投資、アリゾ
ナ新工場は2028年稼働で米サプライチェーン強化に
貢献。

#04
韓国、HBM拠点に巨額
投資

企業戦略/
設備投資

●●○○
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
●

SamsungとSKグループが忠清道に2525億ドルを投資
し、HBM製造と先端PKG能力を大幅強化。

#05
AT&S;、AI基板量産開
始

新製品/企
業戦略

●●○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

AT&S;がマレーシア新工場でAI向けIC基板量産開始、
AMD含む顧客コミットメント確保で売上高予測を大幅
上方修正。

#06
TSMC、CoWoS能力拡
張

企業戦略/
技術ロー
ドマップ

●●●○
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

TSMCがCoWoSパッケージング能力を大幅拡張、202
8年には14リテンクルサイズ生産開始でAIチップ性能
向上を主導。

#07
HBM/ABF供給ボトル
ネック

市場危機/
サプライ
チェーン

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
●

HBMとABFの供給不足がAIチップサプライチェーンの
主要ボトルネックに。味の素は2027年にABF供給が需
要に20%超不足と予測。

#08
レーザー/ガラス基板浮
上

技術トレ
ンド/市場

危機

●●●○
○

●●○○
○

●●●●
○

●●○○
○

●●●○
○

AIメモリ不足が先端PKG危機を誘発し、ガラス基板へ
の移行加速。超高速レーザーが新たなボトルネックに
浮上。

#09 AT&S;、PCB事業強化 企業戦略/
設備投資

●●○○
○

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
○

●●○○
○

AT&S;がオーストリア工場に1000万ユーロ投資しPC
B事業を強化、電力・熱管理専門知識を拡大しイノベ
ーションハブ化。

#10 Micron、広島HBM工場 企業戦略/
設備投資

●●○○
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
●

Micronが日本の広島工場に93億ドル投資しHBM生産
強化、2028年稼働。シンガポールでもPKG能力拡大
。

#11
KITECH、HBM高密度
化

学術論文/
新技術

●●●●
●

●○○○
○

●●●●
○

●●●●
●

●●●○
○

韓国KITECHが商業用HBMの4倍の集積密度を達成す
る新規チップ統合プロセスを開発、AI半導体性能を大
幅向上へ。

#12
HBMハイブリッドボン
ディング再検討

技術ロー
ドマップ/
市場動向

●●●○
○

●●○○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

SamsungとSK hynixがHBM向けハイブリッドボンデ
ィングの本格採用時期を再検討、16層HBM4Eが最短
導入候補に浮上。

#13 Intel、EMIB-T/XBM 新技術/企
業戦略

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

IntelのEMIB-TがTSMC CoWoSの対抗馬として浮上
、新メモリXBMアーキテクチャでAIメモリボトルネッ
ク緩和へ多角的にアプローチ。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#14
CoWoS需要93%急増
予測

市場概観/
市場予測

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

モルガン・スタンレーがCoWoS需要の2027年までの
93%急増を予測。Nvidiaが牽引し、AMD Venice
CPUも採用へ。

#15 中国HBM/HB特許追撃
技術ロー
ドマップ/
市場競争

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
●

中国メモリ産業がHBM3/3E開発で急速追撃。YMTCは
ウェーハ・トゥ・ウェーハハイブリッドボンディング
特許を先行取得し、グローバル競争激化。

#16
Micron、HBM受注残2
028年まで

市場危機/
サプライ
チェーン

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

MicronのHBM受注残が2028年まで埋まり、供給不足
が深刻化。GlobalWafersと10年間の長期契約でシリ
コンウェーハを確保。

#17 半導体、HLSIへ転換
技術トレ
ンド/解説

記事

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

AIがチップ設計を再形成し、半導体業界はHLSIへ転換
。3D集積、ハイブリッドボンディング、TSMCのCPO
技術が鍵。

#18
SK hynix、EUVでHB
M強化

企業戦略/
設備投資

●●○○
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

SK hynixが龍仁・清州工場にASML製EUV装置を大規
模導入しHBM生産能力を大幅強化、米国にも先端PKG
施設建設。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶HBM/CoWoSの供給ボトルネックは、貴社のAI戦略を阻害していないか？
Nvidia Blackwell量産開始、Micron受注残2028年まで埋まるなど需要は爆発的。TSMC CoWoSは2027年まで供給不足
、ABFは2027年に20%超不足と予測されており、サプライチェーンの脆弱性が顕在化している。

❷次世代パッケージング技術（ガラス基板、ハイブリッドボンディング）への投資は十分か？
IntelはCoWoS対抗のEMIB-Tと新メモリXBMを推進、KITECHはHBMの4倍集積密度を達成。ガラス基板や超高速レーザ
ーが新たなボトルネックに浮上しており、技術転換期への対応が急務。

❸中国のHBM/先端PKG追撃に対し、日本企業は競争力を維持できるか？
中国CXMTはHBM3/3E開発を加速、YMTCはウェーハ・トゥ・ウェーハハイブリッドボンディング特許を先行取得。韓国
勢も巨額投資で追随しており、日本の材料・装置メーカーは技術優位性の維持と新たな協業が不可欠。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

Nvidia量産

ABF不足

Intel対抗 中国HBMMicron日本

ガラスPKG

TSMC CoWoS

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● Nvidia量産 注意 AIチップ需要増で材料・装置供給 HBM/基板不足で供給制約

● ABF不足 脅威大 代替材料・装置開発 AIチップ生産の深刻な制約

● Intel対抗 機会大 新PKG/メモリ技術の協業機会 CoWoS寡占崩壊の可能性

● 中国HBM 注意 中国市場への材料・装置供給 技術キャッチアップと価格競争

● Micron日本 機会大 日本国内でのHBMサプライチェーン強化 —

● ガラスPKG 注意 新材料・装置市場の創出 技術開発の遅れ、新たなボトルネック

● TSMC CoWoS 注意 装置・材料需要の継続的拡大 供給不足継続、競争激化
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深掘り ① ― HBM集積密度4倍化のブレークスルー
#11 | 2026/07/07 | EurekAlert! | 技術新規性●●●●● 実用化距離●○○○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●○○

韓国生産技術研究院（KITECH）が、商業用HBMの約4倍の集積密度を達成する新規チップ統合プロセスを開発しまし
た。この技術は、チップの同時転写と高効率な金属相互接続形成を組み合わせることで、限られた空間内により多くの
チップを搭載可能にします。

従来のHBMが8〜12層のDRAMダイ積層に対し、本技術はさらなる多層化や小型チップ集積を可能にし、AIアクセラレ
ーターのメモリ帯域幅とデータ転送遅延を劇的に改善します。製造歩留まりとスケーラビリティも考慮されており、将
来的な量産化に期待が持たれます。

▶ 技術者の視点

KITECHの発表は、HBMの性能向上における物理的限界を押し広げる画期的な成果です。特に「4倍の集
積密度」という数値は、AIチップの小型化と高性能化に直結し、データセンターの電力効率向上やエッ
ジAIデバイスへの応用を加速させる可能性を秘めています。しかし、基礎研究段階であり、量産化には
コスト、歩留まり、信頼性といった未解決課題が山積しています。日本企業にとっては、この技術が実
用化された際の【脅威】は大きいものの、高密度PKGに対応する材料（低誘電率・低損失材料）や、高
精度なボンディング装置、検査装置の開発における【機会】も存在します。KITECHとの共同研究や、
関連技術の動向を早期にキャッチアップし、自社技術への応用可能性を検討すべきです。

深掘り ② ― Nvidia Blackwell量産開始とサプライチェーンの課題
#02 | 2026/07/02 | MetalSemi Asia | 技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●○

Nvidiaの次世代AIアクセラレーター「Blackwell」がTSMCの4NPプロセスと先端CoWoS-Lパッケージング技術を活用
し、量産を本格的に開始しました。これによりAIコンピューティング性能は飛躍的に向上すると期待されます。

しかし、クラウドサービスプロバイダーからの需要は第4四半期まで供給を上回ると予測されており、HBM3Eメモリと
複雑な基板材料の不足が初期出荷の制約となる可能性が指摘されています。TSMCはCoWoS容量を優先していますが、
サプライチェーン全体のボトルネックは深刻です。

▶ 技術者の視点

Nvidia Blackwellの量産開始は、AI市場の成長を牽引する重要なマイルストーンです。CoWoS-L技術は
HBMとの統合により高性能を実現しますが、HBM3Eメモリや高性能基板材料の供給不足は、AIチップ
の供給を阻む深刻なボトルネックとして顕在化しています。この状況は、日本の材料メーカーや装置メ
ーカーにとって【機会】であり、HBMや高性能基板（ABFなど）の増産、代替材料の開発、および関連
装置の供給能力強化が急務です。特に、HBMの歩留まり向上に貢献する検査装置や、パッケージング材
料の品質安定化技術は競争優位性となります。一方で、供給不足が続けば、日本のAI関連産業の成長を
【脅威】として阻害する可能性もあります。調達部門はサプライヤーとの連携を強化し、R&D;部門はボ
トルネック解消に資する技術開発を加速すべきです。
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深掘り ③ ― IntelのCoWoS対抗戦略と新メモリXBM
#13 | 2026/07/07 | Tom's Hardware | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●○

Intelの2.5Dパッケージング技術EMIB-Tが、TSMCのCoWoSへの信頼できる代替技術として浮上しています。36/35 µ
mのバンプピッチでの検証が4.5倍レティクルサイズのシリコンパッケージに拡大され、2026年末までの認定を目指し
ています。

さらにIntelは、HBMのコストの高いシリコンインターポーザーを不要にする、UCIeリンクと内蔵修理機能を備えた新
しいメモリXBMアーキテクチャの特許も公開しました。これは、AIのメモリボトルネック緩和への多角的なアプローチ
を示しています。

▶ 技術者の視点

IntelのEMIB-Tは、CoWoSの寡占状態に風穴を開ける可能性を秘めており、日本の材料・装置メーカー
にとっては新たな【機会】となり得ます。特に、EMIB-TはCoWoSよりも製造プロセスが簡素化される
可能性があり、対応する材料や装置の需要が生まれるでしょう。また、新メモリXBMアーキテクチャは
、HBMのシリコンインターポーザーを不要にするという点で、HBMのコスト構造を根本的に変える可能
性があり、DRAMメーカーやパッケージング材料メーカーにとっては【脅威】にもなり得ます。XBMの
内蔵修理機能は歩留まり向上に貢献する画期的な技術です。日本企業は、EMIB-TやXBMの技術詳細を
早期に把握し、自社製品がこれらの新しいエコシステムに適合するか、あるいは新たなビジネスチャン
スを創出できるかを評価する必要があります。Intel Foundryとの連携も視野に入れるべきです。

その他の注目記事
中国HBM/HB特許追撃 (BloomingBit.io)
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●

中国CXMTがHBM3/3E開発を加速し、YMTCはウェーハ・トゥ・ウェーハハイブリッドボンディング特許を先行取得。
日本の材料・装置メーカーは中国市場の動向と技術キャッチアップに警戒が必要。

Micron、HBM受注残2028年まで (Investing.com)
技術新規性●○○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●●

MicronのHBM受注残が2028年まで埋まり、GlobalWafersと10年契約でウェーハ確保。HBM供給不足の深刻さと長期
化を示唆し、日本の材料・装置メーカーには増産圧力が継続。

Micron、広島HBM工場 (TechsCurrent)
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●

Micronが日本の広島工場に93億ドル投資しHBM生産強化。日本の経済産業省支援もあり、国内サプライチェーン強化
とHBM供給安定化に貢献するが、競争激化も予想される。

TSMC、CoWoS能力拡張 (Biya Global Limited)
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●

TSMCがCoWoS能力を大幅拡張し、2028年には14リテンクルサイズ生産開始。AIチップのデファクトスタンダードの
進化は、日本の装置・材料メーカーにとって継続的なビジネス機会。

半導体、HLSIへ転換 (Next Move Strategy Consulting)
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●

AIがチップ設計をHLSIへ転換させ、3D集積やハイブリッドボンディング、TSMCのCPO技術が鍵。半導体設計の根本
的変化は、日本の材料・装置メーカーに新たな技術開発と協業の機会をもたらす。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【調達】HBMおよびABFのサプライヤーとの緊急会議を設定し、2027年までの供給見通しと代替策について協
議を開始。

• 【R&D;】ガラス基板加工用超高速レーザー技術の最新動向を調査し、自社技術との連携可能性を検討。

▍短期（1ヶ月）
• 【経営企画】AI半導体パッケージング市場の最新予測（CoWoS需要急増、中国のHBM追撃など）に基づき、中
長期的な事業戦略への影響を分析し、リスクと機会を特定。

• 【半導体PKG】IntelのEMIB-TやXBM、KITECHの超高密度統合プロセスなど、CoWoS以外の先端パッケージ
ング技術の動向を詳細に調査し、自社技術ロードマップへの影響を評価。

• 【R&D;】ハイブリッドボンディング技術の最新動向（Samsung/SK
hynixの導入時期再検討など）を注視し、自社材料・装置開発への影響を評価。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;】HLSI（ヘテロジニアス大規模集積）やCPO（コ・パッケージド・オプティクス）といった半導体設計
の根本的な転換に対応するため、光電融合材料や3D集積技術に関する基礎研究・応用研究への投資計画を策定。

• 【事業開発】Micronの広島工場への巨額投資や韓国勢のHBM拠点強化など、日本およびアジアにおけるHBMサ
プライチェーン再編の動きを捉え、新たな協業パートナーや市場機会を探索。

• 【調達】ABF代替材料や、HBM製造に必要な特殊材料のサプライヤー多様化に向けた戦略を立案し、長期的な
安定供給体制を構築。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-07-11
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収録記事一覧

#01 Lam Research、AI向け半導体先端パッケージングをボトルネック解消と電力効率向上で推進

#02 Nvidia、次世代AIアクセラレーターBlackwellのTSMC製CoWoS-L量産を開始、第4四半期まで供
給ひっ迫見込み

#03 Amkor Technology、AI需要に対応し先端パッケージング・テスト施設に25億～30億ドルを投
資、アリゾナ新工場は2028年稼働へ

#04 韓国サムスンとSKグループ、忠清道にHBMパッケージング拠点など2525億ドルを投資、AI半導
体サプライチェーンを強化

#05 AT&S、AI基板の主要顧客コミットメントを確保し、マレーシア・クリム新工場で量産開始、
2026/27年度売上高成長率45-55%増を見込む

#06 TSMC、AI需要に対応しCoWoS先端パッケージング能力を大幅拡張、2028年までに14リテンク
ルサイズのパッケージを生産開始へ

#07 HBMとABFの供給不足がAIチップサプライチェーンの主要ボトルネックに、味の素は2027年に
20%超のABF供給ギャップを予測

#08 AIメモリ不足が先端パッケージング危機を誘発、超高速レーザーとガラス基板が新たなボトルネ

ックに浮上

#09 AT&S、オーストリアのフェーリング工場に1000万ユーロを投資しPCB事業を強化、イノベーシ
ョンハブへ

#10 Micron、HBM生産強化のため広島工場に93億ドルを投じ2028年稼働へ、シンガポールでもパッ
ケージング能力を拡大

#11 韓国生産技術研究院、商業用HBMの4倍の集積密度を達成する新規チップ統合プロセスを開発

#12 SamsungとSK hynix、HBM向けハイブリッドボンディングの本格採用時期を再検討か、16層
HBM4Eが最短の導入候補に

#13 Intel、EMIB-TでTSMC CoWoSへの対抗馬として浮上、新メモリXBMアーキテクチャでAIメモ
リボトルネックを緩和へ

#14 モルガン・スタンレー、CoWoS需要が2027年までに93%急増し、AMD Venice CPUも採用と予

測

#15 中国メモリ産業がHBM3/3E開発で急速追撃、YMTCはウェーハ・トゥ・ウェーハハイブリッドボ
ンディング特許を先行取得

#16 MicronのHBM受注残、2028年まで完全に埋まる見通し、GlobalWafersと10年間のオフテイク
契約でシリコンウェーハを確保

#17 AIがチップ設計を再形成する中、半導体業界はヘテロジニアス大規模集積（HLSI）へ転換



#18 SK hynix、龍仁半導体クラスターと清州工場にASML製EUV装置を投入、HBM生産能力を大幅強
化へ



#01 Lam Research、AI向け半導体先端パッケージングを
ボトルネック解消と電力効率向上で推進

概要

Lam Researchは、AI需要の急増が従来の半導体スケーリングの限界を超え、先端パッ
ケージングがイノベーションの最前線にあると強調しています。チップレットを単一
システムとして機能させることで、ボトルネックを削減し、メモリ帯域幅を増加さ

せ、電力効率を向上させ、AI性能を大幅に高めることを目指します。業界はより複雑
なAIアーキテクチャをサポートするため、ウェハーベースからパネルベースのパッケ
ージングへの移行を進めており、Lam ResearchのSalzburg Panel Center of Excellenceが

その大規模製造を牽引します。

公開日 2026年07月09日  Lam Research  アメリカ



詳細

主要成果

Lam Researchは、人工知能（AI）の爆発的な需要に対応するため、先端パッケージング
技術が半導体スケーリングの新たなフロンティアであると発表しました。特に、チップ
レット技術とパネルベースのパッケージングへの移行が、AI性能を飛躍的に向上させる
鍵となると強調しています。

技術・臨床詳細

同社企業戦略および先端パッケージング担当シニアバイスプレジデントであるAudrey

Charles氏によると、AIの成長は従来の半導体プロセス微細化の速度を上回っており、こ
のギャップを埋めるために先端パッケージングが不可欠です。チップレット技術は、複
数の独立したダイ（チップレット）を単一のパッケージ内に統合し、あたかも単一のシ
ステムであるかのように機能させます。これにより、データ伝送のボトルネックが大幅
に削減され、高帯域幅メモリ（HBM）との連携によるメモリ帯域幅の劇的な増加、そし
て全体的な電力効率の改善が実現します。これらの特性は、AIワークロードに求められ
る膨大なデータ処理能力と低消費電力に直接貢献します。

さらに、業界は製造効率とコスト削減のため、従来のウェハーベースのパッケージング
から、より大型のパネルベースのパッケージングへと移行しています。Lam Research

は、この変革を支援するためにSalzburg Panel Center of Excellenceを設立し、パネルレ
ベルでの大規模な先端パッケージング製造能力を確立しています。パネルベースのプロ
セスは、一度に処理できるチップの数を大幅に増やし、特にファンアウト型パッケージ
ングにおいて、ウェハーベースに比べて生産コストを削減できる可能性を秘めていま
す。

背景・業界文脈

半導体業界は、ムーアの法則の限界に直面しており、トランジスタ密度のスケーリング
だけではAIアプリケーションの性能要求を満たしきれなくなっています。このため、チ
ップ間の接続性、メモリ帯域幅、電力供給といった要素を改善する先端パッケージング
が、次世代の性能向上を実現する主要な手段として注目されています。特にAIプロセッ
サは、GPUとHBMの統合が不可欠であり、これらを効率的かつ高密度にパッケージング
する技術が求められます。



今後の展望

Lam Researchは、パネルベースのパッケージング技術が、AIおよび高性能コンピューテ
ィング（HPC）市場における将来の成長を支える基盤となると見ています。同社の技術
は、より複雑なAIアーキテクチャに対応するためのスケーラビリティと効率を提供し、
半導体業界全体のイノベーションを加速させることが期待されます。この戦略的なシフ
トは、材料サプライヤーや装置メーカーを含む広範なサプライチェーンに影響を与え、
新たなビジネスチャンスを生み出すでしょう。

元記事: https://newsroom.lamresearch.com/advanced-packaging-for-ai-semiconductor-scaling

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://newsroom.lamresearch.com/advanced-packaging-for-ai-semiconductor-scaling


#02 Nvidia、次世代AIアクセラレーターBlackwellの
TSMC製CoWoS-L量産を開始、第4四半期まで供給ひっ迫
見込み

概要

Nvidiaは、次世代AIアクセラレーター「Blackwell」のTSMCにおける量産を本格的に開

始しました。このチップはTSMCの4NPプロセスと先端CoWoS-Lパッケージング技術を
活用しています。クラウドサービスプロバイダーからの需要は第4四半期まで供給を上
回ると予測されており、NvidiaのAIトレーニング市場における強力な地位を裏付けて

います。TSMCはNvidia向けにCoWoS容量を優先していますが、HBM3Eメモリと複雑
な基板材料の不足が初期出荷の制約となる可能性が指摘されています。

公開日 2026年07月02日  MetalSemi Asia  台湾



詳細

主要成果

Nvidiaは、AIアクセラレーター市場をリードする「Blackwell」チップの量産をTSMCで
本格的に開始しました。この戦略的な動きは、AIインフラの需要急増に対応するための
ものであり、Nvidiaの市場における優位性をさらに強固にするものです。Blackwellは
TSMCの最先端4NPプロセス技術と革新的なCoWoS-Lパッケージングを採用しており、
AIコンピューティングの性能を飛躍的に向上させると期待されています。

技術・臨床詳細

Blackwell AIアクセラレーターは、TSMCの4NPプロセスノードで製造され、特にAIワー
クロード向けに最適化された高性能を実現します。このチップは、複数のダイを統合す
るためにCoWoS-L（Chip-on-Wafer-on-Substrate with Localized backside power delivery

network）という高度なパッケージング技術を使用しています。CoWoS-Lは、従来のパ
ッケージング手法と比較して、より高い帯域幅、低消費電力、そして優れた熱管理能力
を提供し、複雑なAIモデルのトレーニングと推論に必要な膨大なデータ処理能力を可能
にします。この技術は、複数のHBM3Eメモリスタックと大規模なGPUダイを密接に統合
し、インターポーザーを介して接続することで、超高速データ転送を実現します。しか
し、AIチップ需要の爆発的な増加により、HBM3Eメモリや高性能基板材料の供給不足が
顕在化しており、これが初期出荷量のボトルネックとなる可能性が指摘されています。

背景・業界文脈

AIデータセンターの急速な拡張は、高性能半導体の需要を未曽有のレベルに押し上げて
おり、特にHBMと先端パッケージングがサプライチェーンの主要なボトルネックとなっ
ています。Nvidiaは、OpenAI、Google、Microsoftなどの主要クラウドサービスプロバ
イダーからの強力な需要に支えられ、AIトレーニング市場で圧倒的なシェアを維持して
います。TSMCは、CoWoSパッケージング技術のリーディングプロバイダーとして、こ
の急増する需要に対応するため積極的に生産能力を拡大していますが、サプライチェー
ン全体での材料不足や装置の制約が課題となっています。Blackwellの量産開始は、AI技
術の進化とそれに伴うハードウェアインフラの需要が、半導体業界の投資と革新を加速
させている明確な証拠と言えるでしょう。



今後の展望

Blackwellチップの量産は、AIコンピューティングの新時代を切り開くものとなります
が、同時にサプライチェーンの脆弱性も浮き彫りにしています。Nvidiaは第4四半期ま
で供給が需要を下回ると予測しており、これはAIアクセラレーター市場におけるNvidia

製品の需要の高さを示す一方で、サプライヤー各社にとっての増産圧力でもあります。
HBMメーカー（SK hynix、Samsung、Micron）や、高性能基板メーカーは、この需要に
応えるための大規模な設備投資を計画しており、今後数年間でこれらの分野における競
争と革新がさらに加速すると見られます。また、米国内での半導体生産能力強化の動き
も活発化しており、将来的に地域的なサプライチェーンの分散が進む可能性がありま
す。

元記事: https://www.setin.asia/nvidia-blackwell-production-ramp-tsmc

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.setin.asia/nvidia-blackwell-production-ramp-tsmc



